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Сенсибилизированные красителем наноструктурные полупроводниковые системы на основе диоксида титана (ячейки Гретцеля) [1] являются предметом интенсивного изучения для фотовольтаических приложений. В данной работе методом Монте-Карло моделируется прыжковый транспорт носителей заряда на реализациях пористого наноструктурированного полупроводника TiO2. Средний размер наночастиц TiO2 составляет порядка 200 нм. При таких размерах роль квантово-размерного эффекта в электронном транспорте в TiO2 незначительна. Темпы переходов между двумя локализованными состояниями определялись по формуле Миллера-Абрахамса. Распределение энергий локализованных состояний считалось гауссовым. Кинетика дисперсионного транспорта в наноструктурных образцах TiO2 определяется совместным влиянием структурного и энергетического беспорядка [2]. На рисунке 1 представлены (а) переходный ток для различных показателей пористости и (б) зависимость среднего смещения от времени для двух значений внешнего поля, поведение его характерно для субдиффузивного переноса. Результаты моделирования анализируются в рамках дробно-дифференциальной теории дисперсионного переноса [3].
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Рис. 1. Зависимость переходного тока от времени для разных показателей пористости (а),

Зависимость среднего квадрата смещения от времени для различных полей и показателей пористости (б)
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